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【57】申請專利範圍
1.　一種奈米纖維薄膜之製作方法，其結構包含：取一聚醯亞胺、一聚醚碸依據一比值混
合，並溶於一 N,N-二甲基乙醯胺溶液中，形成一紡絲溶液，其中，該比值介於 0.33至 3
之間；取該紡絲溶液，利用一田口實驗設計法調整一電紡參數，並進行一靜電紡絲製

程，取得一纖維薄膜，該纖維薄膜具有一孔隙值；以及取該纖維薄膜，利用該田口實驗

設計法調整一電暈參數，並進行一電暈放電製程，取得一奈米纖維薄膜，該奈米纖維薄

膜具有一靜電值。

2.　如請求項 1所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中於利用一田口實驗設計法調整一電紡
參數，並進行一靜電紡絲製程之步驟中，包含步驟：將該紡絲溶液由一微量注射裝置射

出，於一收集元件上形成該纖維薄膜。

3.　如請求項 1所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中於取該紡絲溶液，利用一田口實驗設
計法調整一電紡參數之步驟中，該電紡參數包含一電紡推進速率、一電紡操作電壓以及

一電紡紡絲時間。

4.　如請求項 3所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中該電紡推進速率係介於 0.1ml/hr至
0.2ml/hr之間。

5.　如請求項 3所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中該電紡操作電壓係介於 15kV至 22.5kV
之間。

6.　如請求項 3所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中該電紡紡絲時間係介於 20分鐘至 60
分鐘之間。

7.　如請求項 1所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中於該田口實驗設計法調整一電暈參數
之步驟中，該電暈參數包含一電暈操作電壓、一電暈放電距離以及一電暈放電時間。

8.　如請求項 7所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中該電暈操作電壓係介於 5kV至 30kV
之間。

9.　如請求項 7所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中該電暈放電距離係介於 5cm至 25cm
之間。
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10.   如請求項 7所述之奈米纖維薄膜之製作方法，其中該電暈放電時間係介於 10分鐘至 30
分鐘之間。

圖式簡單說明

第 1圖：其為本發明之一實施例之製作方法之流程圖；第 2圖：其為本發明之一實施例
之靜電紡絲之流程圖；第 3圖：其為本發明之一實施例之靜電紡絲之系統示意圖；以及第 4
圖：其為本發明之一實施例之奈米纖維薄膜之實驗結果圖。
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